
共轭聚合物中均匀无序对极化子输运动力学的影响

袁晓娟 袁慧敏 张成强 王文静 于元勋 刘德胜

Effects of uniform disorder on polaron dynamics in conjugated polymers

Yuan Xiao-Juan Yuan Hui-Min Zhang Cheng-Qiang Wang Wen-Jing Yu Yuan-Xun Liu De-Sheng

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 067201 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.067201
在线阅读View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.067201
当期内容View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I6

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

基于电子顺磁共振的ZnTPP激发态及其TEMPO各向异性的研究
Study on the excited states of zinc porphyrinogen and anisotropy of 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidinooxy by
the technology of electron paramagnetic resonance
物理学报.2014, 63(9): 097201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.097201

功能层厚度对叠层有机电致发光器件出光性能影响的数值研究

Influence of the functional layer thickness on the light output property of tandem organic light emitting
diode：a numerical study
物理学报.2013, 62(24): 247201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.247201

基于连续性掺杂的高效全荧光白色有机电致发光器件的研究

Highly efficient all fluorescent white organic light-emitting devices made by sequential doping
物理学报.2013, 62(19): 197204 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.197204

链间耦合对极化子非弹性散射性质的影响

The effect of interchain coupling on inelastic scattering of oppositely charged polarons
物理学报.2013, 62(10): 107202 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.107202

利用DPVBi插层提高蓝色荧光有机电致发光器件的效率
High-efficiency blue fluorescence organic light-emitting diodes with DPVBi inserted in the doping emmision
layer
物理学报.2011, 60(10): 107203 http://dx.doi.org/10.7498/aps.60.107203.2

http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml
http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.067201
http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.067201
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I6
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/abstract/abstract58973.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract58973.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract58973.shtml
http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.097201
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/abstract/abstract57144.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract57144.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract57144.shtml
http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.247201
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/abstract/abstract56288.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract56288.shtml
http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.197204
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/abstract/abstract53751.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract53751.shtml
http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.107202
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/abstract/abstract17684.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract17684.shtml
http://wulixb.iphy.ac.cn/EN/abstract/abstract17684.shtml
http://dx.doi.org/10.7498/aps.60.107203.2


物 理 学 报 Acta Phys. Sin. Vol. 64, No. 6 (2015) 067201

共轭聚合物中均匀无序对极化子输运

动力学的影响∗
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( 2014年 6月 17日收到; 2014年 9月 25日收到修改稿 )

基于扩展的Su-Schrieffer-Heeger紧束缚模型和非绝热动力学方法, 研究了共轭聚合物材料中均匀无序效
应对极化子输运动力学的影响. 研究发现: 极化子的动力学输运过程由外加电场和均匀无序效应共同决定;
在大部分电场范围下, 均匀无序效应对极化子输运的影响不太明显, 几乎可以忽略; 但在弱电场下, 均匀无序
效应不利于极化子输运. 与高斯型无序效应下极化子的输运过程相比, 具有均匀无序的薄膜形貌更有利于极
化子输运.

关键词: 聚合物, 均匀无序, 极化子输运
PACS: 72.80.Le, 73.61.Ph DOI: 10.7498/aps.64.067201

1 引 言

作为新兴的基础有机功能材料之一, 共轭聚合
物材料有着独特的优势, 不但具有丰富的电、磁、光
等物理性质, 而且具有可修饰、易加工且价格低廉
等特点. 共轭聚合物材料的应用前景极为广阔, 针
对聚合物材料的研究与开发在物理学、化学、生物

医学、材料科学及工程学等众多领域受到高度关注.
基于聚合物材料的光电子器件, 如有机太阳能电池
(OPVC)[1]、有机场效应晶体管 (OFET)[2]和有机
发光二级管 (OLED)[3]等技术快速发展并取得了重
要进展, 具有极大的商业价值. 实验上, 人们主要
致力于提高有机器件的性能, 如发光效率、稳定性
及使用寿命等. 理论上, 人们关注于其内在的电荷
输运物理机制, 为实验研究提供有益的理论指导.

尽管世界上众多研究机构投入巨资进行有机

器件的研究与开发, 且取得了重要成就和进展, 但

有机器件的产业化应用仍然达不到人们的期望, 其
主要的挑战是在该领域存在诸多亟待解决的关键

性问题. 与无机半导体材料相比, 有机聚合物材料
中的载流子迁移率较低, 这成为制约有机装置性能
的主要 “瓶颈”之一 [4,5]. 影响载流子输运的因素有
很多, 既有外部因素, 如压强、电场、光激发、载流
子密度、温度、分子敛集等; 也有内部因素, 如分子
结构形态、分子质量、结构无序、薄膜形貌等 [5−7].
在实际应用中, 有机装置的性能由众多因素共同
决定, 且不同因素之间相互联系, 导致了电荷输运
机制的复杂性. 到目前为止, 人们仅对某些外部因
素, 如电场、温度、载流子密度等影响下的输运机
制持有一致的观点 [8−10]. 而对于大部分内部因素,
如结构上的无序性, 薄膜材料的形貌特征等的影响
作用尚不清楚, 且不同工作之间存在着较大的争
议. 例如, Sirringhaus 等 [11]在场效应晶体管装置

中测量了多组 3-乙基聚噻吩 (P3HT) 薄膜样品, 发
现薄膜样品的规整度 (regioregularity)越高, 其电
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荷迁移率越大. Kline 等 [12]采用调节聚合时间的

方法来调节P3HT薄膜样品的分子质量, 发现在分
子排列有序 (结晶度高)的薄膜中迁移率较低, 而具
有结节结构 (结晶度低)的薄膜却有较高的迁移率,
有趣的是这与Sirringhaus 等得到的结论是完全相
悖的. 随后, Neher等 [13]在P3HT 薄膜中研究了迁
移率与薄膜形貌的依赖关系, 却给出了不同于上述
两个工作的解释, 他们认为薄膜中的无定型区域
是限制电荷迁移率的关键性因素. Kanemoto等 [14]

采用电子自旋共振技术研究了不同掺杂情况下聚

辛基噻吩薄膜材料中的极化子输运, 发现其自旋共
振性质与薄膜的形貌有明显的依赖关系. Konezny
等 [15]在实验上调节聚合物OLED装置的效率中,
发现能量无序对器件性能的作用并不总是负面的,
如果合理设置装置的参数, 可以提高装置的效率,
这与原有的观点——无序效应不利于装置的性能

是相悖的. 马松山等 [16]在单电子紧束缚近似下探

讨了准一维多链无序体系的电导特性, 发现非对
角无序具有增强体系电子输运能力的作用. 最近,
Yang和Xie[17]基于跃迁理论在磁场及能量无序存

在下给出了极化子的迁移率随电场的依赖关系, 发
现弱电场下迁移率的变化符合Poole-Frenkel行为,
强电场下迁移率随电场的增大而降低, 并指出能量
无序可以使有机磁电阻的符号发生改变. 这些研究
表明, 薄膜形貌和无序效应对电荷输运的影响极为
重要, 已经成为国内外研究的热点. 但不同实验工
作所得的结论之间存在很大的分歧, 因此理论上需
要全面揭示和阐明其内在电荷输运机制.

聚合物材料是一个无序的系统, 其结构无序,
薄膜形貌等非常复杂, 有时根本没有规律可循. 如
何将聚合物材料的结构无序及薄膜形貌特性引入

到理论模拟中, 是一个极具挑战性的工作, 因为
要将实际材料的所有性质都包含在内是非常困难

的. 本文将一维Su-Schrieffer-Heeger (SSH)紧束缚
模型 [18]进行了扩展, 扩展的方式是将模型中的某
些参数取为满足某种概率分布的随机变量, 从而引
入无序, 并与已有的工作进行了比较. 重点研究均
匀无序效应对聚合物中极化子输运的影响, 进而分
析不同的薄膜形貌对极化子输运机制的影响.

2 模型和方法

考虑一条孤立的聚合物链, 采用一维扩展的
SSH紧束缚模型来描述, 系统哈密顿量由如下三部

分组成:

H = H e +Hl +HE, (1)

其中Hl为晶格部分的哈密顿量, 表示为

Hl =
K

2

∑
n

(un+1 − un)
2
+

M

2

∑
n

u̇2
n, (2)

K为相邻晶格格点间的弹性常数, M为格点的质

量; 外加电场部分的哈密顿量 HE为

HE = |e|E (t)
∑
n

(na+ un)
(
c†ncn − 1

)
, (3)

其中 e为电子电量, a为晶格常数; H e为电子部分

的哈密顿量, 表示为

H e =
∑
n

εnc
†
ncn

−
∑
n

tn,n+1

(
c†n+1cn + c†ncn+1

)
. (4)

哈密顿中 c†ncn为格点n处的电子产生 (湮灭)算符.
链内跃迁积分具体表示为

tn,n+1 = t0 − α (un+1 − un) + (−1)
n
t e ,

其中 t0表示二聚化之前相邻晶格格点间的跃迁积

分, α为电 -声耦合常数, un为格点n 处位移, t e是

为了消除基态能量的简并而引入的对称破缺参数.
电子哈密顿中 εn表示格点n处的在位能. 与

以往的工作不同的是, 这里在位能 εn的取值不再

为常数, 而是被取为满足某种概率分布的随机变
量, 从而将无序以简单直观的方式引入到模型中.
随机变量所满足的随机分布有多种形式, 如指数分
布、高斯分布、双模分布、均匀分布等. 这里考虑采
用不同的随机分布来描述不同的薄膜形貌. 在之前
的工作中, 我们曾选用了比较常用的高斯分布, 研
究了高斯型无序效应下的电荷输运情况 [19,20], 得
到了比较满意的结果. 为了与之前的工作进行比较
进而分析薄膜形貌效应, 这里选用另外一种比较简
单常见的分布——均匀分布 [21]. 均匀分布的取值
区间用 [−σ, σ]表示, 其中无序参数σ的值越大, 表
示系统越无序. 需要进行说明的是, 本文考虑的均
匀无序是非关联无序, 且是静态无序; 在讨论薄膜
形貌时选取多条聚合物链比较符合实际系统的性

质, 这里仅选用一条聚合物链进行初步的理论分
析; 此外, 我们感兴趣的是均匀无序的出现, 至于是
由什么因素引起的均匀无序不是本文讨论的重点,
比如温度、晶格热涨落、侧基或者杂质等因素.
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电子波函数用Φν (n, t)表示, 其演化满足含时
薛定谔方程

i~Φ̇ν (n, t)

= − tn,n+1Φν (n+ 1, t)− tn−1,nΦν (n− 1, t)

+ [εn + eE (t) (na+ un)]Φν (n, t) . (5)

晶格部分的演化满足经典的牛顿运动方程

Mün = −K (2un − un+1 − un−1)

+ 2α (ρn,n+1 − ρn−1,n)

− eE (t) (ρn,n − 1) , (6)

其 中 密 度 矩 阵 ρn,n′的 表 达 式 为 ρn,n′ (t) =∑
ν
Φ∗
ν (n, t) fνΦν (n

′, t), fv表示电子态Φν (n, t)

的占据情况. 耦合方程 (5)和 (6)可以采用Runge-
Kutta方法 [22] 求解. 众多研究工作表明Runge-
Kutta方法在研究极化子输运问题时非常有效.

为了研究的方便, 定义极化子电荷密度的中心
(简称极化子中心)如下:

xc(t) =



Nθc
2π

,
⟨cos θc⟩ > 0,

⟨sin θc⟩ > 0,

N (π+ θc)

2π
, ⟨cos θc⟩ < 0,

N (2π+ θc)

2π
, 其他,

(7)

其中

θc = arctan

∑
n

ρn,n sin 2πn/N∑
n

ρn,n cos 2πn/N
. (8)

计算中, 电场E以缓慢的形式增大到所需值,
然后保持稳定, 这样处理是为了避免出现数值积分
错误. 哈密顿量中参数的选取为反式聚乙炔材料
的值: t0 = 2.5 eV, α = 4.1 eV·Å−1, t e = 0.05 eV,
K = 21.0 eV·Å−2, M = 1349.14 eV·fs2·Å−2,
a = 1.22 Å. 虽然这些参数取自于反式聚乙炔,
但我们认为所得结论在定性上也适用于其他的共

轭聚合物材料.

3 结果与讨论

计算中, 聚合物链长的取值要考虑两种因素,
即边界条件的限制和计算工作量的限制. 由于采
用固定边界条件, 边界效应的影响不能忽视, 这就
需要聚合物的链长不能太短; 但聚合物链长如果太
长又会影响计算时间. 经分析, 能够满足这两个条

件的合理链长可以取为 300个格点, 然后将格点从
1到 300进行标号. 在动力学演化之前, 首先要进
行静态迭代, 此时应保证系统存在均匀无序和一个
静电荷, 然后通过将系统的总能量最小化得到稳定
的晶格位形. 为了便于数值模拟, 可以人为地将电
荷设置在聚合物链的一端, 如设置在第 40个格点
处, 发现在迭代过程中电荷不断调整位置, 在第 40
个格点附近 εn取值非常大的位置形成一个极化子.
这是因为大的在位能类似于势阱, 对载流子具有束
缚作用, 这样能够保证系统的总能量最低.

0 50 100 150 200 250 300

-0.08

-0.04

0

0.04

0.08
 σ=0.04 eV  σ=0.08 eV

ε
n
/
e
V

↼n↽

图 1 固定无序参数 σ = 0.04 eV和 σ = 0.08 eV, 给出
某种无序位形下格点在位能的取值

在模拟计算中, 当均匀分布的无序参数σ固定

以后, 格点在位能 εn的取值情况由 seed (随机数种
子)决定. 作为产生一组随机序列的初始点, seed
取值为整数. 选定一个 seed将会产生一组随机的
在位能序列 {εn}, 对应于一个无序的位形. 图 1所
示为随机选取的某种无序位形下格点在位能的取

值情况, 实心圆点对应σ = 0.04 eV, 空心圆点对
应σ = 0.08 eV. 显然, 在位能 εn的取值均匀分布

于区间 [−σ, σ], 这与高斯无序分布下的取值明显
不同. 由于小的格点在位能类似于势垒, 大的格点
在位能类似于势阱, 而较高的势垒会阻碍极化子
运动, 较深的势阱对极化子具有束缚作用, 且无序
势垒和势阱交替出现. 当极化子在这样的环境下
运动时, 其动力学演化非常复杂, 其中一个非常明
显的表现是极化子不再以稳定 (饱和)的速度 [23]前

进. 图 2所示为随机选取某种无序位形, 给出无序
参数σ = 0.05 eV时极化子的速度 v随时间演化的

情况, 其中实线对应E = 0.5 mV·Å−1, 虚线对应
E = 1.5 mV·Å−1. 显然, 极化子的速度曲线呈震
荡形式, 这表明极化子在运动过程中其速度不断变
化, 不再以稳定的速度前进.
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图 2 随机选取一种无序位形,给出无序参数σ = 0.05 eV
时极化子速度 v随时间演化的情况, 电场取值为E =

0.5 mV·Å−1和E = 1.5 mV·Å−1

为了给出极化子在均匀无序环境下运动的直

观情况,有必要给出极化子电荷密度的中心xc随时

间的演化. 图 3所示为弱电场下, E = 0.5 mV·Å−1,
选定无序参数σ = 0.04 eV和σ = 0.08 eV, 随机选
取10个无序位形, 给出极化子中心运动的轨迹. 当
均匀无序的无序程度较小时, 有两个极化子被束
缚在初始位置 (第 40个格点附近)来回震荡, 不做
运动 (见图 3 (a)中最下面的两条曲线); 而其他极化
子受无序效应的影响较小, 以几乎相同的时间运
动到链端, 如图 3 (a)所示. 当无序程度增大时, 如
σ = 0.08 eV, 极化子被束缚的概率增加, 其中有 6
个极化子几乎在一开始就被束缚住 (见图 3 (b)中
最下面的 6条曲线), 另有 1个极化子在运动了一段
距离之后, 到达大约第 175个格点附近时被束缚住.
仅有3个极化子运动到链端, 且与σ = 0.04 eV时极
化子运动的轨迹相比, 发现这些极化子到达链端时
其电荷密度中心离链端比较远. 这表明在弱电场
下, 均匀无序程度的增大不利于极化子输运.

分析被束缚的极化子所对应的无序位形, 发现
极化子被束缚的原因主要体现在无序势垒 (势阱)
的高度 (深度)或宽度上. 当极化子形成后, 若初始
位置附近或链中某些格点位置处的在位能较大 (势
阱较深)或较大在位能的分布较宽 (势阱较宽), 此
时较弱的电场不能够提供极化子继续运动所需的

能量, 则极化子将被束缚. 若链中某些格点位置处
的在位能较小 (势垒较高)或较小在位能的分布较
宽 (势垒较宽)时, 极化子的输运同样会受到阻碍.
这与Hultell和Stafström [24] 研究聚合物链的环扭

转角对极化子迁移率的影响时所得结论是一致的.
采用与图 3中相同的无序参数和无序位形, 将

电场增大到E = 1.5 mV·Å−1, 给出极化子电荷密
度的中心xc随时间演化的情况, 如图 4所示. 从图

中可以看出, 电场强度的增大可以使极化子被束缚
的概率降低, 当σ = 0.04 eV时极化子被束缚的概
率为零, 而σ = 0.08 eV时, 仅有一个极化子被束缚
住 (见图 4 (b)中最下面的一条曲线). 这表明大的
电场强度可以削弱均匀无序效应对极化子输运的

不利影响. 也可以说均匀无序效应和电场对极化子
输运的作用是相反的, 或者说两者存在着一种竞争
关系. 当电场较弱时, 均匀无序效应起着主导作用,
不利于极化子的输运; 当电场较强时, 无序效应不
太明显, 几乎可以忽略, 极化子的输运性质由电场
主导.
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图 3 电场为E = 0.5 mV·Å−1, 随机选取 10个无序位
形, 给出极化子中心随时间演化的结果 无序参数取值为:
(a) σ = 0.04 eV; (b) σ = 0.08 eV; 插图为相应的极化子
有效速度 v̄

由迁移率的公式µ = ν/E可以看出, 载流子的
速度 v直接影响着迁移率的大小. 如前所述, 由于
均匀无序效应的影响, 极化子不再以饱和速度前
进, 所以为了与实验上采用飞行时间 [25] (time-of-
flight)测量的结果保持一致, 需要给出极化子从初
位置运动到末位置的有效速度. 有效速度可以用
极化子运动的距离对时间求平均得到, 用 v表示.
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图 3和图 4中的插图即为不同无序位形下, 与极化
子运动中心xc相应的极化子有效速度 v. 当电场
E = 0.5 mV·Å−1时, 从图 3 (a)中的插图可以看出,
除了个别极化子的速度为 0外, 其他极化子运动的
有效速度几乎相同, 这表明弱无序 (σ = 0.04 eV)
下, 不同无序位形下得到的 v的涨落较小. 图 3 (b)
中的插图显示, 极化子有效速度为 0的概率比较大,
且不为 0 的几个极化子的有效速度值不一样, 这表
明强无序 (σ = 0.08 eV)下, 不同无序位形下得到的
v的涨落比较明显. 当电场E = 1.5 mV·Å−1时, 从
图 4 (a)和 (b)中插图可以看出, 不同无序位形下 v

的值几乎相同 (仅出现一个 v = 0的情况), 有效速
度的涨落非常小. 这表明强电场下, 均匀无序效应
不太明显, 几乎可以忽略.
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图 4 电场E = 1.5 mV·Å−1, 无序位形的选取同图 3 ,
给出极化子中心随时间演化的结果 无序参数取值为:
(a) σ = 0.04 eV; (b) σ = 0.08 eV; 插图为相应的极化子
有效速度 v

从前面的分析可以看出, 虽然均匀无序的无序
参数σ的取值一样, 但极化子的输运在不同无序位
形下也不尽相同, 极化子的有效速度 v之间存在涨

落. 当无序程度越大且电场越弱时, 涨落越明显.
为了给出普适结果,并与实验工作进行更好的比较,

必需选取大量的无序位形, 然后对众多无序位形下
的数值结果进行统计平均, 用 ⟨v⟩表示. 理论上, 无
序位形越多则随机误差越小, 但涵盖所有的无序位
形显然是不可能的, 因此选取无序位形个数的原则
是所得结果能够定性的说明问题. 如图 5 所示为
电场E = 1.0 mV·Å−1时, 给出 seed 个数取不同值
时极化子平均速度 ⟨v⟩的收敛情况. 结果显示, 采
用无序位形的个数越多, 所得曲线越平滑, 采用 60
组、80组和 100组 seeds 所得的平均速度曲线几乎
重叠. 这表明在电场E = 1.0 mV·Å−1下, 选取 60
组无序位形就能够给出定性的结果. 此外, 对其他
电场情况下 ⟨v⟩的收敛情况进行分析表明, 电场越
大, 收敛所需的 seed个数越少, 如E = 2.0 mV·Å−1

时,选取20组样本数据即可. 而对于小电场的情况,
由于涨落比较明显, 所以收敛所需的样本数据较
多, 如E = 0.5 mV·Å−1时, 需要 80组样本数据才
能够得到较好的结果. 为了使所得结果更加精确,
在后面的讨论中均选取100组样本数据进行平均.
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图 5 取无序位形的个数分别为 20, 40, 60, 80 及 100,
给出电场E = 1.0 mV·Å−1 时极化子平均速度 ⟨v⟩的收
敛情况

在不同电场强度下给出极化子平均速度 ⟨v⟩
随无序参数σ的变化曲线, 如图 6所示, 这里 ⟨v⟩
为对随机选取的 100 组 v平均后的结果. 图中
σ = 0所对应的速度即为系统不存在无序 (此时
在位能 εn = 0)时的速度. 当电场强度较小时, 如
E = 0.5 mV·Å−1, 极化子的平均速度随着无序程
度的增大而减小, 且减小的趋势在σ > 0.02 eV
时就已经出现. 这表明弱电场下, 当系统存在微
弱的无序时, 极化子的输运就会受到影响. 增大
电场, 当E = 1.0 mV·Å−1 (E = 1.5 mV·Å−1)时,
在σ > 0.05 eV (σ > 0.07 eV)的范围开始出现平
均速度减小的趋势. 电场强度越大, 平均速度减
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小的趋势越慢, 当电场增大到 2.0 mV·Å−1时, 在
0 < σ < 0.08 eV范围内根本没有观察到 ⟨v⟩减小
的趋势, 系统存在无序与不存在无序时的速度几乎
相同. 这表明, 电场强度的增大会消弱均匀无序效
应的影响. 如果电场继续增大, 则极化子将会解离,
已有工作系统地研究了极化子的解离行为 [26], 虽
然其结果是在有序系统下得到的, 但我们认为极化
子的解离行为也定性地适用于无序系统, 所以这里
不再赘述. 总体上讲, 在大部分电场范围下, 均匀
无序的存在对极化子输运的影响不太明显, 几乎可
以忽略, 除非电场较弱 (如E < 0.5 mV·Å−1).
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图 6 平均速度 ⟨v⟩随无序参数 σ的变化 电场取值为:
E = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mV·Å−1; 插图为高斯型无序效应
下, 极化子平均速度随无序偏差 σ的变化关系

为了分析薄膜形貌效应, 我们将图 6中所示结
果与之前高斯型无序效应下的结果 [13] (见图 6中
插图)进行比较. 在相同参数设置下, 如模型中哈
密顿参数、无序参数及电场的取值相同, 比较极化
子平均速度 ⟨v⟩随无序程度变化的趋势. 结果显示,
在高斯型无序效应下, 极化子平均速度衰减的趋势
更为明显, 如当E = 1.0 mV·Å−1时, 在高斯型无序
的无序程度> 0.02 eV 时, 开始出现 ⟨v⟩减小的趋
势, 但在均匀无序效应下, 当无序程度> 0.05 eV时
才出现这种现象. 比较E = 1.5 mV·Å−1所对应的

结果, 可以得到相同的结论: 在高斯型无序下, 当
无序程度> 0.04 eV时平均速度开始减小, 但在均
匀无序效应下, 当无序程度> 0.07 eV 时平均速度
开始减小. 这表明与高斯型无序效应相比, 具有均
匀无序的薄膜形貌更有利于极化子输运. 出现这
种情况的原因可以从无序类型上进行分析: 在高斯

型无序下, 大部分格点在位能 εn的取值比较靠近

中心位置, 一旦出现偏离中心位置比较远的 εn 时,
极化子的运动就会受到比较明显的影响, 因为小的
格点在位能类似于势垒, 大的格点在位能类似于势
阱, 都不利于极化子输运; 但在均匀无序下, εn的
取值均匀分布, 势垒和势阱也是均匀分布, 那么电
场的出现可以将均匀分布的势垒或势阱之间的势

能差降低 (或消除), 所以对极化子输运的影响反而
不太明显.

需要说明的是, 理论上模拟聚合物薄膜时, 需
要采用多条聚合物链才能更加体现实际系统的性

质. 这里虽然采用一条聚合物链进行了初步的理论
分析, 但我们认为所得结论在定性上也适用于薄膜
材料, 在后续工作中我们将考虑多条聚合物链耦合
的情况.

总之, 在大部分电场范围下, 均匀无序效应对
聚合物材料中极化子输运的影响不太明显, 几乎可
以忽略, 除非电场非常弱. 与高斯型无序效应相比,
具有均匀无序的薄膜形貌更有利于极化子输运. 基
于以上理论研究的结果, 实验上可以采取某些技术
尽量消除无序效应的不利影响, 如调整聚合物材料
中的结晶区和非晶区使其均匀分布于材料中, 或者
通过分子的自组织形成具有均匀无序形貌特点的

薄膜.

4 结 论

基于一维扩展的SSH紧束缚模型, 采用非绝热
动力学模拟和统计平均方法相结合, 研究了共轭聚
合物材料中均匀无序效应对极化子输运机制的影

响, 并与之前的高斯型无序效应进行了比较. 研究
发现, 极化子的动力学输运过程由外加电场和均匀
无序效应共同作用的结果所决定. 在大部分电场
范围下, 均匀无序效应对极化子输运的影响不太明
显, 几乎可以忽略; 但在弱电场下, 均匀无序效应不
利于极化子输运. 与高斯型无序效应下极化子的输
运过程相比, 具有均匀无序的薄膜形貌更有利于极
化子输运. 本研究将已有模型进一步扩展, 使其包
含多尺度信息, 更具有普适性, 所得结论能够完善
现有的电荷输运理论; 同时为实验上提高有机器件
的性能、研究和开发新型有机功能材料提供有益的

理论指导.
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Abstract
Within the framework of the Su-Schrieffer-Heeger model modified to include uniform disorder and an external electric

field, the polaron transport process in conjugated polymer material is simulated using a nonadiabatic evolution method.
It is found that the polaron dynamic mechanism is determined by both the electric field and the uniform disorder. The
effect of uniform disorder is not obvious and almost negligible in most cases, except for the case of very weak electric
field. Compared with the effects of Gaussian disorder, the film morphology with uniform disorder is conductible to the
polaron transport.
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